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手机等便携式终端可以在互联网上

观看流媒体影像、下载音乐和动画、写

部落格等，给业余生活增添乐趣。不仅

如此，近年来手机等便携式终端还可以

对家庭网路进行操作，实现网路摄像头

系统的安全监控，甚至捕捉高速资讯通

信系统提供的实时交通资讯以及灾害资

讯等，它已成为日常生活所必需和与安

全紧密相关的重要设备之一。

已成为当代必需品的便携式设备，

要求低功耗、且能对大容量资料进行高

速处理的记忆体。

富士通的Mobile FCRAM就是具备

低功耗、高速工作等特点的PSRAM*1。

从2000年开始，富士通使用FCRAM产品

以以兼容16M位元的虚拟SRAM的形式投

放市场，Mobile FCRAM即作为面向便

携式设备的工作记忆体和备份用记忆体

广泛使用至今。相对于传统的SDRAM更

为优越的是, 虚拟SRAM无须外部更新

控制，具有工作电流和待机电流小的优

点，从而更适用于以手机为代表的电池

驱动型便携式设备。从2004年128M位元

产品开始批量生产以来，包括低容量产

品在内，富士通每年供应1亿多粒FCRAM

产品，特别是在16M位元至32M位元容量

范围，产品占有较高的市场份额。

目 前 ， 富 士 通 已 开 发 出 的

“MB82DBS08164D”，是在128M位元

Mobile FCRAM“MB82DBS08164C”基础上

增加了支援猝发型的下一代产品。一直

以来, 富士通持续成功向市场投入FCRAM

的缩小型产品，继去年32M位元及64M位

元的缩小型产品之后，这次开发的128M

位元第四代产品已经开始供应市场。

   图1反映了Mobile FCRAM产品的升级。

与与前一代产品相比对，该产

品的功耗进一步降低。前一代产品

MB82DBS08164C 的工作电流及待机电

流分别为 40mA、300μA（均为最大

值），而该产品为 35mA、200μA，电流

值得以降低。并且，工作模式与以往

相同，除了利用 SRAM 介面进行非同步

工作以外，还可以在最大 77MHz 的猝

发工作频率下进行同步工作。由于播

放影像流媒体的便携式设备要求高速

工作的 RAM，因此富士通这款内建猝发

型的 Mobile FCRAM 将成为最佳选择。

该产品与其他内建猝发型的 Mobile  

 

FCRAM 相同，遵循虚拟 SRAM 介面通用规

格 COSMORAM（Common Specifications 

for Mobile RAM） Revision 3。

用于便携式设备的PSRAM（虚拟SRAM）

内建猝发型(Burst mode)的128M位元Mobile FCRAMTM

（快速周期随机存取记忆体）  
MB82DBS08164D

这是富士通自主开发的一款FCRAM系列记忆体，能满足便携式设备的低功耗要求。它是对应1.8V电压的128M位

元Mobile FCRAM。
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照片 1 该产品的 300mm 晶圆

图 1 移动 FCRAM 的产品升级
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以下所示为该产品的主要特点。

 ��• 遵循COSMORAM Rev.3规格

 ��• �介面：SRAM I/F（同步模式/非同步

模式）

 ��• 构成：8M字元×16位元

 ��• 电源电压：1.7V～1.95V

 ��• �工作温度范围：0℃～70℃（FBGA封

装）

 ��• 内建猝发型(Burst mode)功能

 ��• 低功耗

 ��• ����内置睡眠方式和部分省电方式

 ��• �供应形式：晶圆、晶片、及71接脚

FBGA封装

表 1 中给出了主要电特性，图 2 为

接脚配置图。

图3显示了FCRAM系列的产品阵容。

在图 3 中，除了本文中介绍的 Mobile 

FCRAM 产品之外，还刊载了低功耗且兼

容 SDRAM 的消费类 FCRAM 产品。

富士通最初提供可在 3V 工作的非

同步 Mobile FCRAM，作为大容量 SRAM

替代品。后来，随着市场的要求向电源

低压化（1.8V）、工作模式高速化（从

非同步模式向页面模式、猝发型的高速

化）的方向变化，我们及时开发并提供

了与之相符合的 FCRAM 产品。

今后我们将继续扩展 32M 位元至

128M 位元容量范围的 FCRAM 产品，并

保持稳定供货。

*1：�虚拟SRAM是一种拥有SRAM介面和

DRAM单元阵列以便实现记忆体的大

容量化与位元成本的降低。

*2：�FCRAM是富士通微电子株式会社的

商标。

       结束语

IDDA1 35mA（最大）

（TA≦＋40℃） IDDS1 200μA(最大)　＠TA≦＋40℃

IDDPS 10μA(最大)

初始處理時間 tCE 70ns（最大）

猝發訪問工作頻率 f 77MHz（最大）

時脈處理時間 tAC 6ns（最大）

工作電流 IDDA1 35mA（最大）

待機電流（TA≦＋40℃） IDDS1 200μA(最大)　＠TA≦＋40℃

省電模式電流 IDDPS 10μA(最大)
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【TOP VIEW】
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■間距：0.8mm　■外形尺寸：7mm×11mm×1.2mm
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表 1 主要电特性

图 2 接脚配置

图 3 FCRAM 系列的产品阵容


